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Значну увагу привертають матеріали, що мають колосальну діелектричну 
проникність (КДП), а саме є > 103. На основі матеріалів з КДП створюються 
елементи пам’яті високої ємності та конденсатори з низькими втратами [1]. КДП 
може виникати за рахунок сегнетоелектричної поляризації, стрибкового 
механізму провідності, наявності переходу метал-діелектрик, а також механізму 
утворення внутрішніх інтерфейсів на границі зерен. Більшість з перерахованих 
механізмів властива керамічним зразкам на основі легованого ВаТіО3 [2].

Метою даної роботи є розробка полікристалічних матеріалів на основі 
ВаТіО3, які характеризуються колосальною діелектричною проникністю 
(e > 1 000), яка проявляється у широкому температурному та частотному 
інтервалах, та з'ясування механізмів поляризації, що сприяють КДП.

Синтезовані зразки діелектричного і напівпровідникового титанату барію 
та проведені дослідження їх електрофізичних властивостей. Керамічні зразки 
діелектричного титанату барію характеризуються розмірами зерен ~ 4 мкм (рис. 
1а). В напівпровідниковому титанаті барію розмір зерен суттєво більший (~ 35 
мкм), що пояснюється аномальним ростом зерен в присутності рідкої фази [3], 
яка утворюється завдяки евтектиці в системі 49,5 мол.% ВаО - 50,5 мол.% ТіО2 з 
температурою плавлення 1322°С [4].

Рис. 1. Мікроструктура діелектричної (а) та напівпровідникової кераміки (б).
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Рис. 2. Еквівалентні схеми та схематичне зображення мікроструктури 
діелектричної (а) та напівпровідникової (б) кераміки. Сел, Яел, R3ep, Сзер, Rr - опір 
і ємність електродів, об’єму та границь зерен відповідно. Елементи схеми, які 

моделюють дроти, для спрощення не наведені.

Дослідження показали, що висока діелектрична проникність (ефективна) 
утворюється за рахунок трьох механізмів: стрибкової провідності, внутрішніх 
інтерфейсів на границях зерен, а також переходу “металічний електрод- 
матеріал” (рис. 2). Проводили розділення вкладів об’єму і границь зерен в 
величину ефективної діелектричної проникності. Результати розрахунків 
показали, що вклад ємностей за рахунок внутрішніх інтерфейсів на границях 
зерен значно більший. Ємності, які утворюються на переході “металічний 
електрод-матеріал”, для напівпровідникового титанату барію забезпечують 
постійне значення є в широкому інтервалі частот. В напівпровідниковому 
титанаті барію значно збільшується величина ефективної діелектричної 
проникності порівняно з діелектричним титанатом барію із-за утворення 
додаткової поляризації на границях зерен.
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